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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年5月24日(2018.5.24)

【公表番号】特表2017-513231(P2017-513231A)
【公表日】平成29年5月25日(2017.5.25)
【年通号数】公開・登録公報2017-019
【出願番号】特願2016-560768(P2016-560768)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｆ  10/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  10/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  41/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  41/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｆ   10/18     　　　　
   Ｈ０１Ｆ   10/30     　　　　
   Ｈ０１Ｆ   41/18     　　　　
   Ｈ０１Ｆ   41/30     　　　　
   Ｈ０１Ｆ   41/20     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   43/08     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   43/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月30日(2018.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の強磁性層と、第２の強磁性層と、第１および第２の強磁性層の各々の間の且つそ
れらと接触しているブロッキング層とを含む磁性材料において、前記第１および第２の強
磁性層が異なった抗電界を有し、前記第１の強磁性層が第１の希土類窒化物材料を含み、
前記第２の強磁性層が第２の希土類窒化物材料を含み、前記第１および第２の希土類窒化
物材料が各々独立に窒化プラセオジム（ＰｒＮ）、窒化ネオジム（ＮｄＮ）、窒化サマリ
ウム（ＳｍＮ）、窒化ユウロピウム（ＥｕＮ）、窒化ガドリニウム（ＧｄＮ）、窒化テル
ビウム（ＴｂＮ）、窒化ジスプロシウム（ＤｙＮ）、窒化ホルミウム（ＨｏＮ）、窒化エ
ルビウム（ＥｒＮ）、窒化ツリウム（ＴｍＮ）、および窒化イッテルビウム（ＹｂＮ）、
ならびにそれらの任意の２つ以上の合金からなる群から選択される、磁性材料。
【請求項２】
　前記第１および第２の希土類窒化物材料の一方または両方が、１つまたは複数の付加的
なドーパントをさらに含む、請求項１に記載の磁性材料。
【請求項３】
　前記第１の強磁性希土類窒化物材料がＧｄＮを含み、前記第２の強磁性希土類窒化物材
料がＳｍＮを含む、又は、
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　前記第１の強磁性希土類窒化物材料がＳｍＮを含み、前記第２の強磁性希土類窒化物材
料がＧｄＮを含む、請求項１又は２に記載の磁性材料。
【請求項４】
　前記ブロッキング層が、ＬａＮ、ＬｕＮ、ＨｆＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、および（Ａｌ，Ｉ
ｎ，Ｇａ）Ｎ合金からなる群から選択される、請求項１～３の何れか１項に記載の磁性材
料。
【請求項５】
　前記ブロッキング層が、ＡｌＮを含む、又はＡｌＮのみからなる、請求項３に記載の磁
性材料。
【請求項６】
　前記ブロッキング層が厚さ約１～２００ｎｍである、請求項１～５の何れか１項に記載
の磁性材料。
【請求項７】
　前記第１の強磁性層と接触している基材をさらに含む、請求項１～６の何れか１項に記
載の磁性材料。
【請求項８】
　前記第１の強磁性層が前記基材とエピタキシャルであり、前記ブロッキング層が前記第
１の強磁性層とエピタキシャルであり、前記第２の強磁性層が前記ブロッキング層とエピ
タキシャルである、請求項７に記載の磁性材料。
【請求項９】
　前記第２の強磁性層と接触しているキャッピング層をさらに含む、請求項１～８の何れ
か１項に記載の磁性材料。
【請求項１０】
　第１の強磁性層と、第２の強磁性層と、第１および第２の強磁性層の各々の間の且つそ
れらと接触しているブロッキング層とを含む磁性材料において、前記第１および第２の強
磁性層が異なった抗電界を有し、前記第１の強磁性層が第１の希土類窒化物材料を含み、
前記第２の強磁性層が第２の希土類窒化物材料を含み、前記第１および第２の希土類窒化
物材料が各々独立に窒化プラセオジム（ＰｒＮ）、窒化ネオジム（ＮｄＮ）、窒化サマリ
ウム（ＳｍＮ）、窒化ユウロピウム（ＥｕＮ）、窒化ガドリニウム（ＧｄＮ）、窒化テル
ビウム（ＴｂＮ）、窒化ジスプロシウム（ＤｙＮ）、窒化ホルミウム（ＨｏＮ）、窒化エ
ルビウム（ＥｒＮ）、窒化ツリウム（ＴｍＮ）、および窒化イッテルビウム（ＹｂＮ）、
ならびにそれらの任意の２つ以上の合金からなる群から選択される磁性材料を作製する方
法であって、
（ａ）前記第１の希土類窒化物材料を含む前記第１の強磁性層を堆積させる工程と、
（ｂ）工程（ａ）において形成された前記第１の強磁性層上に前記ブロッキング層を堆積
させる工程と、
（ｃ）工程（ｂ）において形成された前記ブロッキング層上に前記第２の希土類窒化物材
料を含む前記第２の強磁性層を堆積させる工程とを含む、方法。
【請求項１１】
　前記第１および第２の希土類窒化物材料の一方または両方が、１つまたは複数の付加的
なドーパントをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の強磁性希土類窒化物材料がＧｄＮを含み、前記第２の強磁性希土類窒化物材
料がＳｍＮを含む、又は、
　前記第１の強磁性希土類窒化物材料がＳｍＮを含み、前記第２の強磁性希土類窒化物材
料がＧｄＮを含む、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ブロッキング層が、ＬａＮ、ＬｕＮ、ＨｆＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、および（Ａｌ，Ｉ
ｎ，Ｇａ）Ｎ合金からなる群から選択される、請求項１０～１２の何れか１項に記載の方
法。
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【請求項１４】
　前記ブロッキング層が、ＡｌＮを含む、又はＡｌＮのみからなる、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記ブロッキング層が厚さ約１～２００ｎｍである、請求項１０～１４の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の強磁性層が基材上に堆積される、請求項１０～１５の何れか１項に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記第１の強磁性層が前記基材とエピタキシャルであり、前記ブロッキング層が前記第
１の強磁性層とエピタキシャルであり、前記第２の強磁性層が前記ブロッキング層とエピ
タキシャルである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　（ｄ）工程（ｃ）において形成された前記第２の強磁性層上にキャッピング層を堆積さ
せる工程をさらに含む、請求項１０～１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記希土類と窒素供給源とを組み合わせることによって前記希土類窒化物材料の１つま
たは複数がＭＢＥによって堆積される、請求項１０～１８の何れか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記窒素供給源が、高純度分子窒素、アンモニア、および活性窒素の供給源、またはそ
れらの任意の２つ以上の混合物からなる群から選択される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記窒素供給源フラックスが、希土類フラックスよりも少なくとも１００倍大きい、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記層が周囲温度または高温で堆積される、請求項１０～２１の何れか１項に記載の方
法。
【請求項２３】
　請求項１～９の何れか１項に記載の磁性材料と、任意選択により、電気接点とを含む磁
気デバイス。
【請求項２４】
　基材および／またはキャッピング層が電気接点を提供する、請求項２３に記載の磁気デ
バイス。
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